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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月5日(2021.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１不純物領域を有する半導体基板と、
　前記第１不純物領域に電気的に接続され、光を電荷に変換する光電変換部と、
　第１端子および第２端子を有し、前記第１端子が前記第１不純物領域に接続された容量
素子と、
　前記第２端子に電気的に接続された電圧供給回路と、
　前記第１不純物領域をソースおよびドレインの一方として含む第１トランジスタと
を備え、
　前記電圧供給回路は、
　　前記第１トランジスタがオンである第１期間に第１電圧を前記第２端子に供給し、
　　前記第１トランジスタがオフである第２期間に前記第１電圧とは異なる第２電圧を前
記第２端子に供給する、撮像装置。
【請求項２】
　第１不純物領域を有する半導体基板と、
　前記第１不純物領域に電気的に接続され、光を電荷に変換する光電変換部と、
　第１端子および第２端子を有し、前記第１端子が前記第１不純物領域に接続された容量
素子と、
　前記第２端子に電気的に接続された電圧供給回路と、
前記第１不純物領域をソースおよびドレインの一方として含む第１トランジスタと、
を備え、
　前記電圧供給回路は、
　　前記前記光電変換部で生じた電荷のうち一方の極性の電荷を前記第１不純物領域に蓄
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積する第１期間に第１電圧を前記第２端子に供給し、
　　前記第１トランジスタがオンである第２期間に前記第１電圧と異なる第２電圧を前記
第２端子に供給する、撮像装置。
【請求項３】
　前記第１不純物領域はｎ型であり、
　前記第１不純物領域は、前記光電変換部で生じた電荷のうち正電荷を蓄積する、請求項
１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記第２電圧は、前記第１電圧よりも高い、請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記第１不純物領域はｐ型であり、　
　前記第１不純物領域は、前記光電変換部で生じた電荷のうち負電荷を蓄積する、請求項
１または２に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記第２電圧は、前記第１電圧よりも低い、請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記容量素子および前記第１不純物領域は、前記光電変換部で生じた電荷のうち一方の
極性の電荷を蓄積する電荷蓄積ノードの少なくとも一部であり、
　前記容量素子の容量値は、前記電荷蓄積ノードのうち前記容量素子以外の部分の容量値
よりも小さい、請求項１から６のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記光電変換部は、
　　第１電極と、
　　前記第１電極に対向する第２電極と、
　　前記第１電極および前記第２電極の間に位置する光電変換層と
　を有し、
　前記第１電極は、前記第１不純物領域に電気的に接続されている、請求項１から７のい
ずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記光電変換部は、埋め込みフォトダイオードである、請求項１から３および５のいず
れか一項に記載の撮像装置。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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